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窒化物半導体 InxGa1-xNはその混晶比 xによって可視光全域で発光色を変化させられるというデ

バイス応用に有用な特性を持つ。本研究では InGaNの発光機構の詳細を解明することを目指して

おり、過去に緑色で発光する InGaN/GaN 規則配列ナノコラム試料[1]における局在状態からの発光

特性について報告した[2]。今回はナノコラムに加えて、薄膜試料について顕微分光法を用いて PL, 

PLE, TRPL測定を行った。 

Fig.1 はナノコラムをレーザーダイオード（410 nm）で励起した PLスペクトルの励起光強度依

存性であり、スペクトルの低エネルギー側に指数関数形状が見られた。また、薄膜でも同様の振

る舞いが見られた。全励起光強度において exp (E/E0) のフィッティングを行ったところ、Fig.2 の

ようにナノコラムと薄膜どちらにおいても、ある励起光強度よりも強励起でE0が一定値を示した。

これは In組成揺らぎに由来する状態密度の裾を表すパラメーター Etailが反映されたものである[3]。 

この他、PLスペクトル形状、キャリア寿命、PLE など多角的に局在状態を評価し、どちらの試

料においても InGaN の局在モデルを反映した結果が得られた。詳細な実験結果と考察は発表当日

に報告する。 
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Fig.1 ナノコラムにおける PLスペクトル（対数

スケール）の励起光強度依存性 
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Fig.2 ナノコラム及び薄膜における PLスペク

トルの傾き E0の励起光強度依存性 
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